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본  실시 들에    는 1비트   한 1계층과 2비트   

한 2계층  포함하고, 상  1계층  상  2계층 각각  수신  복수  지  픽  신 들 각각  1 내

지 m 아날 그 압 신 들 각각  변 하는 1 내지 m(m  2 상  수) 크들, 상  1 내지 m 아

날 그 압 신 들 각각  1 내지 m 지   신 들 각각  변 하는 1 내지 m 샘플러들,  상

 1 내지 m 지   신 들 각각  수신하는 1 내지 m 지  들  포함한다.

  도 - 도2

공개특허 10-2017-0050340

- 1 -



(52) CPC특허

     H04N 5/357 (2013.01)

     H04N 5/369 (2013.01)

공개특허 10-2017-0050340

- 2 -



  

청

청 항 1 

1비트   한 1계층과 2비트   한 2계층  포함하는   에 어

, 상  1계층  상  2계층 각각  

수신  복수  지  픽  신 들 각각  1 내지 m 아날 그 압 신 들 각각  변 하는 1 내지 

m(m  2 상  수) 크들;

상  1 내지 m 아날 그 압 신 들 각각  1 내지 m 지   신 들 각각  변 하는 1 내지

m 샘플러들;  

상  1 내지 m 지   신 들 각각  수신하는 1 내지 m 지  들  포함하는  

.

청 항 2 

1항에 어 , 상    는

상  1 내지 m 아날 그 압 신 들 각각  상  1 내지 m 크들 각각  수신하고, 상  1 내

지 m 샘플러들 각각  하는 1 내지 m 스 들   포함하는   .

청 항 3 

2항에 어 , 

상  1 내지 m 샘플러들 각각  상  1 내지 m 지  들 각각에 연결    .

청 항 4 

3항에 어 , 

상  1 내지 (m-1) 샘플러들 각각  상  2 내지 m 크들 각각에 연결 고, 상  m 샘플러는 어플리

 프 에 연결    .

청 항 5 

4항에 어 , 

상  1 내지 m 지  들  각각  직   연결 어 신  하고, 상  m 지  

는 상  어플리  프 에 연결    .

청 항 6 

5항에 어 , 상  1계층  경우, 

상  1 내지 m 샘플러들 각각  상  1 내지 m 지   신 들 각각  상  1 내지 m 지

들 각각  하고,

상  2계층  경우, 

상  1 내지 (m-1) 샘플러들  상  1 내지 (m-1) 지   신 들 각각  상  2 내지 m 크

들 각각  하는   .

청 항 7 

복수  픽 들  포함하는 픽  어 ;  
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상  픽  어  복수  아날 그 픽  신 들  수신하는 리드아웃 블  포함하고,

상  리드아웃 블  

수신한 상  복수  아날 그 픽  신 들  복수  지  픽  신 들  변 하는 아날 그- 지  변  블

; 

상  복수  지  픽  신 들  직 하고, 어플리  프  하는    포함하

,

상    는 1계층  2계층  포함하고, 

상  1계층  상  복수  지  픽  신 들 각각  1비트  1 식  해, 상  어플리

 프  하고,

상  2계층  상  복수  지  픽  신 들 각각  2비트  2 식  해, 상  어플리

 프  하는 미지 .

청 항 8 

7항에 어 , 

상  1비트  상 비트 고, 상  2비트  하 비트 고, 

상  1비트  상  2비트 에 한 비  변경  가능한 미지 .

청 항 9 

8항에 어 , 상  1 식

상  1계층  직  연결  1 내지 m 지   통해 상  복수  지   신 들 각각  1

비트  상  어플리  프  순차  하는 식  미지 .

청 항 10 

8항에 어 , 상  2 식

상  2계층  1 내지 m 크들  1 내지 m 샘플러들  통해 상  복수  지   신 들 각각

2비트  상  어플리  프  순차  하는 식  미지 .

 

 술  야

본  개 에  실시 는    포함하는 미지   휴   치에 한[0001]

것 다.

 경  술

재 CMOS 미지 (CIS)는 많  야에  사 고 고, 고 가 진행 에 라,  가 [0002]

 하는 경우,    통해 해야 하는 보  양  많아지고 다.

라 ,    도   하여    크(BANK)  하고, 스몰 스[0003]

(small swing) 신  하여 하고 다.

CMOS  는 샘플러   래  , 샘플러   래   상 없  항상[0004]

같   비하게 다.

라 , 욱 많  양     에  비 다.[0005]

 내

해결하 는 과
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본  루고  하는 술  과 는  에 어 , 상  비트  에는 지   식[0006]

 하고, 하  비트  에는 아날 그  식  하여,  동할 수 는  

  포함하는 미지  공하는 것 다.

과  해결 수단

본  실시 들에    는 1비트   한 1계층과 2비트  [0007]

한 2계층  포함하고, 상  1계층  상  2계층 각각  수신  복수  지  픽  신 들 각각  1

내지 m 아날 그 압 신 들 각각  변 하는 1 내지 m(m  2 상  수) 크들, 상  1 내지 m

아날 그 압 신 들 각각  1 내지 m 지   신 들 각각  변 하는 1 내지 m 샘플러들, 

상  1 내지 m 지   신 들 각각  수신하는 1 내지 m 지  들  포함할 수 다.

상    는 상  1 내지 m 아날 그 압 신 들 각각  상  1 내지 m 크들 각각[0008]

 수신하고, 상  1 내지 m 샘플러들 각각  하는 1 내지 m 스 들   포함할 수 다. 

 상  1 내지 m 샘플러들 각각  상  1 내지 m 지  들 각각에 연결  수 다.[0009]

상  1 내지 (m-1) 샘플러들 각각  상  2 내지 m 크들 각각에 연결 고, 상  m 샘플러는 어플리[0010]

 프 (AP)에 연결  수 다.

상  1 내지 m 지  들  각각  직   연결 어 신  하고, 상  m 지  [0011]

는 상  어플리  프 (AP)에 연결  수 다.

상  1계층  경우, 상  1 내지 m 샘플러들 각각  상  1 내지 m 지   신 들 각각  상[0012]

1 내지 m 지  들 각각  할 수 다.

상  2계층  경우, 상  1 내지 (m-1) 샘플러들  상  1 내지 (m-1) 지   신 들 각각  상[0013]

 2 내지 m 크들 각각  할 수 다.

상  1비트  상  2비트 에 한 비  변경  가능할 수 다.[0014]

상  1비트  상 비트 고, 상  2비트  하 비트  수 다.[0015]

상  1 내지 m 샘플러들  클락 신 (CLK)에 답하여 동 하는 동  수 다.[0016]

상  1 내지 m   각각  -플립플   상  2 내지 m 샘플러들  상 하는 어느 하나에[0017]

연결 고, 상  -플립플 에 연결  티플  포함할 수 다.

상  -플립플  클락 신 (CLK)에 답하여 동 하는 동  수 다. [0018]

상  티플 는 택 보(SI)에 하여 신 들  하나  할 수 다.[0019]

본  실시 들에  미지 는 복수  픽 들  포함하는 픽  어 , 상  픽  어  복[0020]

수  아날 그 픽  신 들  수신하는 리드아웃 블  포함하고, 상  리드아웃 블  수신한 상  복수

아날 그 픽  신 들  복수  지  픽  신 들  변 하는 아날 그- 지  변  블 ,  상  지

픽  신 들  직 하고, 어플리  프 (AP)  하는    포함하 , 상  

 는 1계층  2계층  포함하고, 상  1계층  상  복수  지  픽  신 들 각각  1비트

 1 식  해, 상  어플리  프 (AP)  하고, 상  2계층  상  복수  지

 픽  신 들 각각  2비트  2 식  해, 상  어플리  프 (AP)  할 수 

다.

상  1비트  상 비트 고, 상  2비트  하 비트 고, 상  1비트  상  2비트 에[0021]

한 비  변경  가능할 수 다.

상  1 식  상  1계층  직  연결  1 내지 m 지   통해 상  복수  지  [0022]

 신 들 각각  1비트  상  어플리  프 (AP)  순차  하는 식  수 다.

상  2 식  상  2계층  1 내지 m 크들  1 내지 m 샘플러들  통해 상  복수  지[0023]

 신 들 각각  2비트  상  어플리  프 (AP)  순차  하는 식  수 다.

상  1 내지 m 샘플러들  클락 신 (CLK)에 답하여 동 하는 동  수 다.[0024]
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상  1 내지 m 샘플러들 각각  상  1 내지 m 지  들 각각에 연결  수 다.[0025]

상  1 내지 (m-1)샘플러들 각각  상  2 내지 m 크들 각각에 연결 고, 상  m 샘플러는 어플리[0026]

 프 (AP)에 연결  수 다.

상  1 내지 m 지  들  각각  직   연결 어 신  하고, 상  m 지  [0027]

 상  어플리  프 (AP)에 연결  수 다.

상  1계층  경우, 상  1 내지 m 샘플러들 각각  상  1 내지 m 지   신 들 각각  상[0028]

1 내지 m 지  들 각각  할 수 다.

상  2계층  경우, 상  1 내지 (m-1)샘플러들  상  1 내지 (m-1) 지   신 들 각각  상[0029]

2 내지 m 크들 각각  할 수 다.

 과

본  실시 들에   는 상  비트  에 지   식  하고, 하  비트[0030]

에 아날 그  식  하여, 미지 에 어     량  낮아지는 과

가 다.

도  간단한 

도 1a는 본  실시 들에  미지  블 도  나타낸다.[0031]

도 1b는 본  실시 들에     블 도  나타낸다.

도 2는 본  실시 들에     1계층  블 도  나타낸다.

도 3  도 2에 도시     1계층    상 하게 나타내는 블 도 다.

도 4는 본  실시 들에  연결  상 한  나타내는 도 다.

도 5는 본  실시 들에  1단  상 한  나타내는 도 다.

도 6  본  실시 들에  지   상 한  나타내는 블 도 다.

도 7  본  실시 들에  상 비트 수에 라     량  감  나타내는

그래프 다.

도 8  본  실시 에  미지  포함하는  치  블 도  나타내다.

 실시하  한 체  내

본 에 개시 어 는 본  개 에  실시 들에 해  특 한  또는 능   단지[0032]

본  개 에  실시 들  하  한  시  것 , 본  개 에  실시 

들  다양한 태들  실시  수  본 에  실시 들에 한 지 않는다.

본  개 에  실시 들  다양한 변경들  가할 수 고 여러 가지 태들  가질 수 므  실시[0033]

들  도 에 시하고 본 에  상 하게 하고  한다. 그러나, 는 본  개 에  실시

들  특 한 개시 태들에 해 한 하 는 것  아니 , 본  사상  술 에 포함 는 든 변

경, 균등 , 또는 체  포함한다.

1 또는 2 등  어는 다양한  들  하는  사  수 지만, 상   들  상  어[0034]

들에 해 한 어 는 안 다. 상  어들  하나    다    별하는 

만, 컨  본  개 에  리  어나지 않  채, 1  는 2   

수 고 사하게 2  는 1  도  수 다.

어   가 다   에 "연결 어" 다거나 " 어" 다고 언  에는, 그 다   [0035]

에 직  연결 어 거나 또는 어  수도 지만, 간에 다   가 재할 수도 다고

해 어야 할 것 다. 에, 어   가 다   에 "직  연결 어" 다거나 "직  어"

다고 언  에는 간에 다   가 재하지 않는 것  해 어야 할 것 다.  들 간

계  하는 다  들,  "~사 에"  "  ~사 에" 또는 "~에 웃하는"과 "~에 직  웃하는" 등
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도 마찬가지  해 어야 한다.

본 에  사 한 어는 단지 특 한 실시  하  해 사  것 , 본  한 하 는 [0036]

도가 아니다. 단수   맥상 하게 다 게 뜻하지 않는 한, 복수   포함한다. 본 에 ,

"포함하다" 또는 "가지다" 등  어는 본 에 재  특징, 숫 , 단계, 동 ,  ,  또는

들  합한 것  재함  지 하 는 것 지, 하나 또는 그 상  다  특징들 나 숫 , 단계, 동 , 

 ,  또는 들  합한 것들  재 또는 가 가능  미리 하지 않는 것  해 어야

한다.

다 게 지 않는 한, 술 거나 과학  어  포함해  여  사 는 든 어들  본 [0037]

하는 술 야에  통상  지식  가진 에 해  해 는 것과 동 한 미  나타낸다. 

 사 는 사 에 어 는 것과 같  어들   술  맥상 가지는 미  치하는 미

갖는 것  해 어야 하 , 본 에  하게 하지 않는 한, 상 거나 과도하게 식  

미  해 지 않는다.

하, 본 에 첨  도 들  참 하여 본  실시 들  상 히 한다.[0038]

도 1a는 본  실시 들에  미지  블 도  나타낸다. 도 1a  참 하 , 미지 (100)는[0039]

픽  어 (110), 리드아웃  (120),  우 (130)  포함할 수 다.

픽  어 (110)는 2차원 매트릭스 태   복수  픽 들(111)  포함할 수 다. 복수  픽 들 각각[0040]

 하나  포 다 드(미도시)  M(M  3, 4, 또는 5)개  트랜지스  포함할 수 다. 복수  픽 들  아

날 그 픽  신 들(COL1-1~COLn-m, n과 m  연수)  생 할 수 다. 

하에 , 연수 n  하나  크(201)당 처리  수 는 픽  신 (아날 그 픽  신 (COL) 또는 지  픽[0041]

 신 (AD))  수  미할 수 다. 컨 , 하나  크(201)에  128, 256 또는 512개  픽  신 들  처

리  수 , 본  에 한 지 않는다.

하에 , 연수 m  크(201)  수  미할 수 다. [0042]

라 , 리드아웃 (120)는  n*m개  아날 그 픽  신 들(COL1-1~COLn-m, n과 m  연수)  [0043]

수 다.

리드아웃 (120)는 픽  어 (110)  컬럼들   아날 그 픽  신 들(COL1-1~COLn-m, n과 m[0044]

연수)  처리하고, 처리 결과에 상 하는 직 (SDATA)  직  스(Serial Interface, 미도시)

통해  어플리  프 (Application  Processor,  하  AP)   미지  신  프 (Image  Signal

Processor, 하 ISP)  할 수 다. 

실시  들에  라,  직  스(미도시)는  SATA(serial  advanced  technology  attachment)  스,[0045]

SATAe(SATA express) 스, SAS(serial attached small computer system interface(SCSI)) 스,

PCIe(peripheral component interconnect express) 스, NVMe(non-volatile memory Express) 

스, AHCI(advanced host controller interface) 스, 또는 티미 어 카드 (multimedia card(MMC))

스   수 나 에 한 는 것  아니다. 실시 들에 라, 스는  신 들 또는

신 들  할 수 다.

하나  아날 그 픽  신 에 상 하는 직  (SDATA)는 x(x는 연수)비트    수 다.[0046]

직  (SDATA)는 상 비트 (HDATA)  하 비트 (LDATA)  포함할 수 다. 컨 , x가 8[0047]

, , 직  (SDATA)가 8비트  라고 가 하 , 상 비트 (HDATA)는 직 (SDATA)

상  3비트  포함하는   수 고, 하 비트 (LDATA)는 직  (SDATA)  하  5비트  포함

하는   수 나, 본  에 한 는 것  아니다.

도 1a에  리드아웃 (120)는 픽  어 (110)  향  연결 어 나, 실시 들에 라 든 향[0048]

에  연결  수 , 리드아웃 (120)는 복수  수 다. 컨 , 복수  리드아웃 들(120)  픽

어 (110)  사 에 고   향에  수 다.

리드아웃 (120)는 아날 그- 지  변 (analog-to-digital  converter,  하 ADC)  블 (121)과 [0049]

 (123)  포함한다.
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ADC 블 (121)  픽  어 (110)  각 컬럼  통해  각 아날 그 픽  신 (COL1-1~COLn-m)  각 지[0050]

 픽  신  (AD1-1~ADn-m)  변 할 수 다. 컨 , ADC 블 (121)  각 아날 그 픽  신 (COL1-1~COLn-

m)  각 싱 -슬 프(single-slope) ADC  하여 각 지  픽  신 (AD1-1~ADn-m)  변 할 수 다.

컨 , ADC 블 (121)  각 아날 그 픽  신 (COL1-1~COLn-m)에 해 상   샘플링(correlated double[0051]

sampling(CDS))  수행하고, 수행 결과에 라 각 지  픽  신 (AD1-1~ADn-m)  생 할 수 다. 각 지

픽  신 (AD1-1~ADn-m)는 x(x는 연수) 비트   수 다.

  (123)는 수신한 직 어드 스(SADD)  , 지  픽  신 들(AD1-1~ADn-m)  직 하고[0052]

(serialize), 직 (SDATA)  직  스(Serial Interface, 미도시)  통해 AP 또는 ISP  할

수 다. 컨 ,   (123)는 프라 닝 (pipe lining method)에 라  처리할 수

다.

우 (130)는 각 우 향  열  픽 들(111)  순차  동 도  어할 수 다. 우 [0053]

(130)는 우 드라 (미도시)  포함할 수 , 우 드라 는 우 (130)  어에 라 , 픽

 어 (110)  각 행  순차  동할 수 다. 컨 , 각 우 향  열  각 픽 (111)  우

(130)  어에 라 각 아날 그 픽  신 (COL1-1~COLn-m)  각 컬럼  할 수 다.

도 1b는 본  실시 들에     블 도  나타낸다. 도 1b  참 하 ,  [0054]

(123)  지  픽  신 (AD1-1~ADn-m)  각 비트  할 수 는 복수  계층들(123-1 내지 123-x, x는

연수)  포함할 수 다.

연수 x는   (123)에 포함  복수  계층들  수  나타낼 수 다. 상술한  같 , 연수[0055]

x는 지  픽  신 들(AD1-1~ADn-m)  비트수  미할 수 다. 

컨 ,  지  픽  신 들(AD1-1~ADn-m)  8비트  신 들 라 ,    (123)는  8개  계층들[0056]

(123-1~123-8)  포함할 수 다.  또한,  지  픽  신 들(AD1-1~ADn-m)  각 비트는 각각 복수  계층들

(123-1~123-x)   수 다.

지  픽  신 (AD1-1)   들어 하 , 지  픽  신 (AD1-1)  1 비트는 1 계층(123-1)에 [0057]

고, 2 비트는 2 계층(123-2)에 고, x 비트는 x 계층(123-x)에  수 다. 상술한 

 다  지  픽  신 들(AD2-1~ADn-m)에도 동 하게  수 다. 

도 2는 본  실시 들에     1계층  블 도  나타낸다. 도 2에는 1계층(123-[0058]

1)  만  도시 었 나,   (123)에 포함  다  계층들(123-2~123-x)들  1계층(123-1)과

동 한  가질 수 다. 

 편  해, 아래에 는 1계층(123-1)에 하여만 나, 다  계층들(123-2~123-x)도 동 하게[0059]

동 할  수  다.  컨 ,  ADC  블 (121)에  는  지  픽  신 들(AD1-1~ADn-m)  8비트  신

경우,   (123)는 각각 1비트   담당하는  8개  계층  포함할 수 다. 

도 2  참 하 ,   (123)  1계층(123-1)  복수  크들(201-1~201-m, m  연수), 복수[0060]

스 들(203-1~203-m), 복수  샘플러들(205-1~205-m),  복수  지  들(207-1~207-m), 하 DTU)

 포함할 수 다. 

실시 에 라, 복수  DTU(207-1~207-m)들  수는 복수  샘플러들(205-1~205-m)  수  다  수 다. , 도[0061]

2에 도시   달리, 1DTU(207-1)는 없는 블  수 다.

복수  크들(201-1~201-m) 각각  ADC 블 (121)  수신한 복수  지  픽  신 들(AD1-1~ADn-m) 각[0062]

각  1비트들 또는 복수  샘플러들(205-1~205-(m-1)) 각각  수신한 복수  지   신 들(DTS-

1~DTS-(m-1))에 하여,  복수  스 들(203-1~203-m)  각각에 복수  아날 그 압 신 들(AVS-1~AVS-m)

각각  할당할 수 다.  한 상 한 동  도 3 내지 도 5에   것 다. 

아날 그 압 신 (AVS)는 스몰 스 (Small Swing) 신  수 고, 압(Voltage) 신  수 , 차동 신[0063]

 수 다. 

복수  스 들(203-1~203-m)  각각  아날 그  압  신 (AVS)  할  수  는   라 (transmission[0064]

line), 컨  (metal)  포함할 수 다. 컨 , 1 크(201-1)  1 스 (203-1)에 포함   라
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에 1 아날 그 압 신 (AVS-1)  할당할 수 다. 

복수  샘플러들(205-1~205-m) 각각  복수  스 들(203-1~203-m) 각각에 할당  복수  아날 그 압 신[0065]

(AVS-1~AVS-m) 각각  수신할 수 다. 컨 , 1샘플러(205-1)  1 스 (203-1)에 포함   라 에 할

당  아날 그 압신 (AVS-1)  수신할 수 다. 

복수  샘플러들(205-1~205-m) 각각  복수  아날 그 압 신 들(AVS-1~AVS-m) 각각  복수  지  [0066]

신 들(DTS-1~DTS-m) 각각  변 할 수 다. 

복수  지   신 들(DTS-1~DTS-m)   스 (Full Swing) 신  수 고, 압(Voltage) 신  수 [0067]

, 차동 신  수 다. 컨 , 복수  샘플러들(205-1~205-m) 각각  클락 신 (CLK)에 답하여 동 하

는 래치(latch), 스트  암 래치 비 (Strong Arm Latch Comparator) 또는 플립-플 (flip-flop)  

수 다.

상술한  같 , 샘플러(205)   신  아날 그 압 신 (AVS)  스 (swing) 폭과  신  지[0068]

  신 (DTS)  스  폭   다  수 다. 컨 ,  신  각각  스몰 스  신 (Small Swing

signal),  신  각각   스  신 (Full Swing signal)  수 다.

실시 에 라, 복수  샘플러들(205-1~205-m) 각각  단 향 (uni-direction)  신  할 수 다. 다[0069]

 실시 에 라, 복수  샘플러들(205-1~205-m) 각각  양 향(bi-direction)  신  할 수 다.

 경우, 복수  샘플러들(205-1~205-m) 각각   신  처리할 수 는 능  포함할 수 다.

아래에  (a)도 2에 도시    (123)  1계층  상  비트  한 계층  경우, (b)도 2에[0070]

도시    (123)  1계층  하  비트  한 계층  경우  나누어 각각 한다. 

(a) 도 2에 도시    (123)  1계층  상  비트  한 계층  경우[0072]

복수  샘플러들(205-1~205-m)  각각  복수  지   신 들(DTS-1~DTS-m)  각각  복수  DTU들(207-[0073]

1~207-m)  각각  할 수 다. 컨 , 1샘플러(205-1)는 1 지   신 (DTS-1)  1DTU(207-

1)  할 수 다.

도 2에 는 복수  샘플러들(205-1~205-m)  복수  지   신 들(DTS-1~DTS-m)  단  상  신  [0074]

하는 것  도시 었 나, 복수  샘플러들(205-1~205-m)  복수  지   신 들(DTS-1~DTS-m)  차동

신  할 수 고 본  에 한 는 것  아니다. 

복수  DTU들(207-1~207-m) 각각  복수  샘플러들(205-1~205-m) 각각   복수  지   신[0075]

들(DTS-1~DTS-m) 각각  수신할 수 다. 컨 , 1DTU(207-1)는 1샘플러(205-1)  1 지  

신 (DTS-1)  수신하고, 2DTU(207-2)는 2샘플러(205-2)  2 지   신 (DTS-2)  수신할 수 

다.

또한, 복수  DTU들(207-2~207-m) 각각  복수  DTU들(207-1~207-(m-1)) 각각   신 들 각각[0076]

수신할 수 다. 컨 , 2DTU(207-2)는 1DTU(207-1)   신  수신할 수 다.

복수  DTU들(207-1~207-(m-1)) 각각  수신한 신 들  하나  택하여 순차  복수  DTU들(207-2~207-[0077]

m) 각각  할 수 고, 1DTU(207-1)  수신한 1 지   신 (DTS-1)  2DTU(DTU-2)  할

수 다.

순차 , mDTU(207-m)는 (m-1)DTU(207-(m-1))   신  수신하고, m 샘플러(205-m) [0078]

 m 지   신 (DTS-m)  수신할 수 다. 

상술한  같 , 복수  DTU들(207-1~207-(m-1)) 각각  수신한 신 들  하나  택하여, 순차  다[0079]

DTU  할 수 다. 라 , 1샘플러(205-1)   1 지   신 (DTS-1)는 mDTU(207-m)

지  수 다. 

mDTU(207-m)  수신한 신 들  하나  택하여 AP 또는 ISP  할 수 다. , mDTU(207-m)가 AP[0080]

또는 ISP  하는 신 는 상 비트 (HDATA)  수 다.

 (b) 도 2에 도시    (123)  1계층  하  비트  한 계층  경우[0081]
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본  실시 들에 라, 복수  샘플러들(205-1~205-(m-1))  복수  지   신 들(DTS-1~DTS-(m-[0082]

1))  복수  크들(201-2~201-m)  할 수 다. 

복수  크들(201-2~201-m)  상술한  동 하게 동 할 수 다.[0083]

m 샘플러(205-m)는 m 지   신 (DTS-m)  AP 또는 ISP  할 수 다. , m 샘플러(205-[0084]

m)가 AP 또는 ISP  하는 신 는 하 비트 (LDATA)  수 다.

 , 복수  샘플러들(205-1~205-m)  복수  지   신 들(DTS-1~DTS-m)  차동 신  할 수 [0085]

나, 본  에 한 는 것  아니다. 

본  실시 들에 라, 복수  계층들(123-1~123-x)     (123)는 복수  지[0086]

픽  신 들(AD1-1~ADn-m) 각각  상  비트 과 하  비트   다  경  통하여 AP 또는 ISP 

할 수 다.  컨 ,  복수  지  픽  신 들(AD1-1~ADn-m)  각각  8비트  경우,   

(123)는 상  3개 비트들 각각  3개  계층에 연결하고, 도 2에 도시  복수  DTU들(207-1~207-m)  하여

AP 또는 ISP  할 수 다. 

또한,   (123)는 하  5개 비트들 각각  5개  계층에 연결하고, 도 2에 도시  복수  크들[0087]

(201-1~201-m)과 복수  샘플러들(205-1~205-m)  하여 AP 또는 ISP  할 수 다. 

본  에 한 는 것  아니 , 복수  지  픽  신 들(AD1-1~ADn-m)  비트 수 , 상 /하  비트[0088]

 비  변경  수 다.

도 3  도 2에 도시     1계층    상 하게 나타내는 블 도 다. 도 3에 도시[0089]

  (123)  1계층(123-1)   i 크, i 스   i샘플러  포함하는  것

 가 한다. , i는 2 상 (m-1) 하  연수 다.

도  3  참 하 ,  i 크(201-i)는  연결 (Connection  Cell,  하  CC),   복수  단 들(Unit  Cell,[0090]

UC1~UCn 하 UC)  포함할 수 다. 

연결 (CC)   (i-1)샘플러(PREV SAMPLER, 201-(i-1))  (i-1) 지   신 (DTS-(i-1))  수[0091]

신할 수 다.  ,  (i-1) 지   신 (DTS-(i-1))는 차동 신 ,  양  (i-1) 지   신

(DTS_P-(i-1))   (i-1) 지   신 (DTS_N-(i-1))  포함할 수 다. 연결 (CC)  연결 택신

(CSEL)  수신할 수 다. 

복수  단 들(UC1~UCn) 각각  복수  지  픽  신 들(AD1-i~ADn-i) 각각  1비트들 각각  수신할 수[0092]

다. , 복수  지  픽  신 들(AD1-i~ADn-i) 각각  1비트들  단  상 신  수 다.

복수  단 들(UC1~UCn) 각각  복수  단 택신 들(USEL1~USELn)  수신할 수 다. 연결 (CC)  복수[0093]

 단 들(UC1~UCn)  복수  택신 들(CSEL, USEL1~USELn)  순차  는 경우, 순차  

  수 다. 

라 , 복수  들(연결 (CC)  복수  단 들(UC1~UCn)  포함한다.) 각각  수신  신 들 각각에 [0094]

하여, i 스 (203-i)에 i아날 그 압 신 (AVS-i)  할당할 수 다. 컨 , , n단 (UCn)

 는 경우, n단 (UCn)  지  픽  신 (ADn-i)  1비트에 하여, i 스 (203-i)에 압

 할당할 수 다.

다  들  순차   에 라, 1단 (UC1)   는 경우, 1단 (UC1)  지  픽[0095]

신 (AD1-i)  1비트에 하여, i 스 (203-i)에 압  할당할 수 다.

마지막 , 연결 (CC)  는 경우, 연결 (CC)는 지   신 (DTS-(i-1))에 하여, i 스[0096]

(203-i)에 압  할당할 수 다.

상술한  같 , 복수  들(CC, UC1~UCn)에 해 순차  할당  압들  i아날 그 압 신 (AVS-[0097]

i)  수 다.

i 스 (203-i)  1신 (SL1), 2신 (SL2) 1 업 (209a)  2 업 (209b)  포함할 수[0098]

다. i 스 (203-i)에 포함  1신 (SL1)  2신 (SL2)  복수  들(CC  UC1~UCn)과 i샘플

러(205-i)  연결할 수 다.
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i 스 (203-i)에 포함  1신 (SL1)  2신 (SL2)  i 크(201-i)  할당  i아날 그 [0099]

압 신 (AVS-i)  i샘플러(205-i)  할 수 다. , i아날 그 압 신 (AVS-i)는 차동 신 ,

양  i아날 그 압 신 (AVS_P-i)   i 지   신 (AVS_N-i)  포함할 수 다.

컨 ,  i 지   신 (AVS_N-i)가 1신 (SL1)에 할당  수 고, 양  i아날 그 압 신[0100]

(AVS_P-i)가 2신 (SL2)에 할당  수 나, 본  에 한 는 것  아니다.

1 업 (209a)는 1신 (SL1)에 연결  수 고, 2 업 (209b)는 2신 (SL2)에 연결  수 [0101]

다. 1 업 (209a)는 1신 (SL1)  업(Pull-UP)하는 능  수행할 수 고, 2 업 (209b)는

2신 (SL2)  업(Pull-UP)하는 능  수행할 수 다.

업 들(209, 209b) 각각  업 압( 컨 , 원 압)  할 수 다. 실시 에 라, 업 들[0102]

(209a  209b) 각각  업 압  동 할 수도 고  다  수도 다.

i샘플러(205-i)는 1신 (SL1)   i 지   신 (AVS_N-i)  수신할 수 고, 2신[0103]

(SL2)  양  i아날 그 압 신 (AVS_P-i)  수신할 수 다.

i샘플러(205-i)는 i아날 그 압 신 (AVS-i)  i 지   신 (DTS-i)  변 할 수 다. , i[0104]

지   신 (DTS-i)는 차동 신 , 양  i 지   신 (DTS_P-i)   i 지   신

(DTS_N-i)  포함할 수 다. 

상술한  같 , 도 3에 도시    (123)  1계층(123-1)  상  비트  한 계층  경[0105]

우, i샘플러(205-i)는 양  i 지   신 (DTS_P-i)  iDTU(207-i)  할 수 다. 

iDTU(207-i)는  (i-1)DTU(207-(i-1))  수신한 양  지   신 (DTS_P')  i샘플러(205-[0106]

i)  수신한 양  i 지   신 (DTS_P-i)  어느 하나  택하여 다  (i+1)DTU(207-(i+1))

할 수 다. 

에, 도 3에 도시    (123)  1계층(123-1)  하  비트  한 계층  경우, i샘[0107]

플러(205-i)는 i 지   신 (DTS-i)  다  (i+1) 크(201-(i+1))  할 수 다. 

상술한   (123)  1계층(123-1)   1 크, 1 스   1샘플러  포함하는 [0108]

 경우,  도  3에  도시  (i-1)샘플러(205-(i-1)),  (i-1)DTU(207-(i-1)),   연결 (CC)  없는

블 거나, 라도 능  동 하지 않는 블 수 다. 그 에 나 지 블 들  동  상술한 내

과 동 할 수 다.

상술한   (123)  1계층(123-1)   m 크, m 스   m 샘플러  포함하는 [0109]

 경우, 도 3에 도시  (i+1)샘플러(205-(i+1)),  (i+1)DTU(207-(i+1))  없는 블 거나, 라도

능  동 하지 않는 블 수 다. 그 에 나 지 블 들  동  상술한 내 과 동 할 수 다.

상술한  같 , 도 3에 도시    (123)  1계층  상  비트  한 계층  경우, [0110]

iDTU(207-i)는 상 비트 (HDATA)  AP 또는 ISP  할 수 다. 

또한, 도 3에 도시    (123)  1계층  하  비트  한 계층  경우, i샘플러(205-[0111]

i)는 하 비트 (LDATA)  AP 또는 ISP  할 수 다. 

도 4는 본  실시 들에  연결  상 한  나타내는 도 다. 도 4  참 하 , 연결[0112]

(CC)  연결 리(CMEM)  복수  트 지스 들(TR1~TR5)  포함할 수 다. 

도 4에 는 복수  트 지스 들(TR1~TR5)  5개  트랜지스 들  는 가 도시 나 에 한 는 것[0113]

아니다. 

연결 리(CMEM)  래치(Latch) 또는 플립플 (Flip-flop)   수 다. [0114]

복수  트 지스 들(TR1~TR5)  각각  MOS  트랜지스   수 다. 복수  트 지스 들(TR1,  TR2,  [0115]

TR5) 각각  연결 택신 (CSEL)에 라 스 (203)  지  연결할 수 다.

연결 리(CMEM)  지   신 (DTS),   양  지   신 (DTS_P)    지   신[0116]

(DTS_N)  각각    수  다.  연결  리(CMEM)  클락(CLK)  신 에  라,  양  지   신

(DTS_P)   지   신 (DTS_N)  하고, 양  지   신 (DTS_P)  3트 지스 에, 
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지   신 (DTS_N)  4트 지스 에 할 수 다. 컨 , 양  지   신 (DTS_P)가 1  경

우, 3트 지스 (TR3)는 에 블 고, 4트 지스 (TR4)는 스에 블  수 다. 

AP(미도시)   직 어드 스(SADD)에 하여, 연결 택신 (CSEL)가 1트 지스 (TR1), 2트[0117]

지스 (TR2)  5트 지스 (TR5)에  수 다. 컨 , 연결 택신 (CSEL)가 1  경우, 연결 (CC)

  수 다. , 연결 (CC)  복수  트 지스 들(TR1~TR5)  동 에 라, 1신 (SL1)  2

신 (SL2) 각각에 압  할당할 수 다. 

컨 , 연결 택신 (CSEL)가 1 고, 양  지   신 (DTS_P)가 1  경우, 1 업 (209a)는 지[0118]

연결  수 다. , 복수  트 지스  내  항  1 업 (209a)  내  항 값  라, 비

압  1신 (SL1)에 할당  수 다. 또한,  지   신 (DTS_N)가 0 므 , 2 업 (209b)

업 압  2신 (SL2)에 할당  수 다.

업 압  컨 , 원 압 또는 동 압(Vdd)  수 고, 비  압  계 시에  값 , 원 압[0119]

보다 낮  값  수 , 본  에 한 지 않는다.

,   연결 (CC)  경우,  1신 (SL1)   2신 (SL2)  각각  신   지   신[0120]

(DTS)에 라, 결  수 다.

도 5는 본  실시 들에  1단  상 한  나타내는 도 다. 도 5에는 도 3에 도시[0121]

1단 (UC1)   도시하여 하나, 본  다  복수  단 들(UC2~UCn)에도 동 하게 

 수 다.

도 5  참 하 , 1단 (UC1)  단 리(UMEM)  복수  트 지스 들(TR1~TR5)  포함할 수 다. [0122]

도 5에 는 복수  트 지스 들(TR1~TR5)  5개  트랜지스 들  는 가 도시 나 에 한 는 것[0123]

아니다. 

단 리(UMEM)  래치(Latch) 또는 플립플 (Flip-flop)   수 다. [0124]

복수  트 지스 들(TR1~TR5)  각각  MOS  트랜지스   수 다. 복수  트 지스 들(TR1,  TR2,  [0125]

TR5) 각각  1단 택신 (CSEL1)에 라 스 (203)  지  연결할 수 다.

단 리(UMEM)  지  픽  신 (AD1)  1비트    수 다. 단 리(UMEM)  클락(CLK) 신[0126]

에 라, 지  픽  신 (AD1)  1비트  하고, 양  지  픽  신 (AD1_P)  3트 지스 에,

 지  픽  신 (AD_N)  4트 지스 에 할 수 다. 컨 , 양  지  픽  신 (AD1_P)가 1

경우, 3트 지스 (TR3)는 에 블 고, 4트 지스 (TR4)는 스에 블  수 다. 

AP(미도시)   직 어드 스(SADD)에 하여, 1단 택신 (USEL1)가 1트 지스 (TR1), 2[0127]

트 지스 (TR2)  5트 지스 (TR5)에  수 다. 컨 , 1단 택신 (USEL1)가 1  경우, 1단

(UC1)    수 다. , 1단 (UC1)  복수  트 지스 들(TR1~TR5)  동 에 라, 1신

(SL1)  2신 (SL2) 각각에 압  할당할 수 다. 

컨 , 1단 택신 (USEL1)가 1 고, 양  지  픽  신 (AD1_P)  1비트가 1  경우, 1 업 [0128]

(209a)는 지  연결  수 다. , 복수  트 지스  내  항  1 업 (209a)  내  항 값

 라, 비 압  1신 (SL1)에 할당  수 다. 또한,  지  픽  신 (AD1_N)  1비트가 0

므 , 2 업 (209b)  업 압  2신 (SL2)에 할당  수 다.

,  연결 (CC)  경우, 1신 (SL1)   2신 (SL2)  각각  신  , 지  픽  신[0129]

(AD1)  1비트에 라, 결  수 다.

도 6  본  실시 들에  지   상 한  나타내는 블 도 다. 도 6  참 하 ,[0130]

DTU(207)  -플립플 (D-Flipflop, 210, 하 DFF)  티플 (Multiplexer, 212, 하 MUX)  포함할 수

다. 

DFF(210)  플립플 (Flip-flop)   수 다. [0131]

DFF(210)   DTU(미도시)   양  지   신 (DTS_P')  수신할 수 다. DFF(210)  클락[0132]

(CLK)신 에 라,  양  지   신 (DTS_P')  하고, MUX(212)   양  지   신

(DTS_P')  할 수 다.
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MUX(212)는 DFF(210)   양  지   신 (DTS_P')  고, 샘플러(미도시)  재 양[0133]

 지   신 (DTS_P)    수 다. MUX(212)는 택 보(SI)에 라,  양  지   신

(DTS_P')  재 양  지   신 (DTS_P)  어느 하나  택하여 다  DTU(미도시)  할 수 

다. 

도 6에 는 택 보(SI)에  DTU(207)  동  각각 나타낸다.[0134]

상단에  도시  DTU(207)  경우,  택 보(SI)가  1  경우 ,  MUX(212)는   양  지   신[0135]

(DTS_P')  다  DTU  할 수  보여 다.

하단  DTU(207)  경우, 택 보(SI)가 0  경우 , MUX(212)는 재 양  지   신 (DTS_P)  다[0136]

DTU  할 수  나타낸다.

도 7  본  실시 들에  상 비트 수에 라     량  감  나타내는[0137]

그래프 다. 도 7  참 하 , 그래프       량  감  나타낸다. 그래

프  가  지   식  는 비트  수  나타낸다.

미지1(Image1)   미지  나타낼 수 다. 컨 , 미지1(Image1)  동사니가  는 블[0138]

에 한 미지  수 다. 컨 , 미지2(Image2)  병들  담겨진 상 에 한 미지  수 다. 컨

, 미지3(Image3)   강가(Riverside)  경에 한 미지  수 다. 컨 , 미지4(Image4)

다양한 식 들  나라난 벽 에 한 미지  수 다. 

도 7에 도시  그래프에 라, 지   식  는 비트  수가 3  경우, 8프  내지 21프  [0139]

 량 감  과가 는 것  알 수 다. 

지   식  는 비트  수가 3 내지 7  ,  량 감  과는 , 8비트 상[0140]

 갈수 , 히      량  가하는 것  할 수 다. 

도 8  본  실시 에  미지  포함하는  치  블 도  나타내다. 도 8  참 하 ,[0141]

 치(300)  MIPITM 스  사  또는 지원할 수 는 휴   치, 컨  동 , PDA

(personal digital assitant), PMP(portable multimedia player), 또는 스마트 폰   수 다.

 치(300)  애플리  프 (application processor(AP); 310), 미지 (100),  스플[0142]

(330)  포함한다.

AP(310)에  CSI 스트(313)는 카 라 시리얼 스(camera serial interface(CSI))  통하여 미[0143]

지 (100)  CSI 치(101)  시리얼 통신할 수 다. , 컨 , CSI 스트(313)에는 시리얼라

(DES)가  수 고, CSI 치(101)에는 시리얼라 (SER)가  수 다. 

미지 (100)   동  도 1  도 8  참 하여 한  같다.[0144]

AP(310)에  DSI 스트(311)는 스플  시리얼 스(display serial interface(DSI))  통하여[0145]

스플 (330)  DSI 치(331)  시리얼 통신할 수 다. , 컨 , DSI 스트(311)에는 시리얼라

(SER)가  수 고, DSI 치(331)에는 시리얼라 (DES)가  수 다.

 치(300)  AP(310)  통신할 수 는 RF(radio frequency) 칩(340)   포함할 수 다. 미지 처리[0146]

시스  시스 (300)  리 계층(physical layer(PHY); 315)과 RF 칩(340)  PHY(341)는 MIPI DigRF에 라 

 주고  수 다.

 치(300)  GPS 수신 (350), DRAM(351), 스 리지 (353), 마 크(355),  스피커(357)   포함할 수[0147]

고,  치(300)  Wimax(359), WLAN(361), UWB(363), 또는 LTETM (365) 등과 같  통신 프  

하여  치  통신할 수 다.

본  도 에 도시  실시  참고  었 나 는 시  것에 과하 , 본 술 야  통상[0148]

지식  가진 라   다양한 변   균등한 타 실시 가 가능하다는  해할 것 다. 라 , 본

 진 한 술  보  는 첨  등 청  술  사상에 해 해 야 할 것 다.

 

100: 미지 [0149]
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110: 픽  어

120: 리드아웃 블

130: 우 

121: 아날 그- 지  변  블

123:   

201: 크

203: 스

205: 샘플러

207: 지  

209: 업 

210: -플립플

212: 티플

도

도 1a
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도 1b

도 2
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도 3
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도 4
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도 5
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도 6
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도 7

도 8
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